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97项推荐性国家标准计划编号、名称及主要内容等一览表
	序号
	标准计划编号
	标准名称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20231870-T-339
	光伏电池 第1部分：晶体硅光伏电池光致衰减试验方法
	推荐
	本文件规定了在模拟光源下晶体硅光伏电池光致衰减试验的方法。晶体硅光伏电池光致衰减值是通过比较试验前后光伏电池在标准测试条件（STC）下最大输出功率得到。试验应在给定的温度和辐照度下进行

本文件适用于晶体硅光伏电池光致衰减的试验
	
	IEC 63202-1：2019,IDT

	
	20231864-Z-339
	光伏电池 第2部分：晶体硅光伏电池电致发光图像
	指导性技术文件
	本文件规定了利用正向偏置下晶体硅（c-Si）光伏电池的电致发光（EL）图像检测电池缺陷的方法。本文件为采集未封装的c-Si光伏电池电致发光图像提供了指南，并明确了EL图像可以检测出的各种缺陷，以及检测并区分这些缺陷的不同方法。当单一的EL图像不能对某一类型的缺陷提供结论性信息时，建议综合使用其他方法。某些电池具有特有的EL特征，当采用这些电池制成组件时，可能会带来一些潜在的风险，本文件为此提供了相关的信息

本文件适用于晶体硅光伏电池领域，也适用于其它晶圆类型光伏电池
	
	IEC TS 63202-2：2021,IDT

	
	20231862-Z-339
	光伏电池 第3部分：双面光伏电池电流-电压特性的测量
	指导性技术文件
	本文件规定了晶体硅双面电池电流-电压特性的测量，包含术语和定义、方法、测试设备、测试步骤、报告

本文件适用于实验室和生产线晶体硅双面电池电流-电压特性的测量
	
	IEC TS 63202-3：2023,IDT

	
	20231867-Z-339
	光伏电池 第4部分：晶体硅光伏电池光热诱导衰减试验方法
	指导性技术文件
	本文件规定了晶体硅光伏电池的光热诱导衰减试验方法，包含术语和定义、测试设备、样本准备、实验方法、报告

本文件适用于晶体硅光伏电池
	
	IEC TS 63202-4：2022,IDT

	
	20231793-Z-339
	光伏直驱电器控制器 第2部分：运行模式和显示要求
	指导性技术文件
	本文件规定了光伏直驱电器控制器的运行模式和显示要求。光伏直驱电器控制器面向用户的显示界面，采用了易于理解的图案实时显示光伏直驱电器的实时运行模式，包括光伏直驱电器系统安装、控制、监测的设备列表；发电设备及累计发电量；用电设备及累计用电量。这可以引起用户对新能源的兴趣，以及帮助用户更容易理解和使用新能源
	
	IEC TS 63349-2：2022,IDT

	
	20233847-T-339
	光伏系统性能 第1部分：监测
	推荐
	本文件规定了光伏系统性能监测和分析的术语、器件和监测方法。这些内容还可作为其他以收集的数据为内容依据的标准的基础
	GB/T 20513-2006
	IEC 61724-1：2021,IDT

	
	20231863-T-339
	光伏系统 测试、文件和维护要求 第2部分：并网系统 光伏系统的维护
	推荐
	本文件规定了并网光伏系统维护需要的系统文件、验证、测试和验证报告，描述了并网光伏系统的基本预防、消缺和性能维护相关要求和建议，提出了最大限度地提高预期性能的维护活动，总结了屋顶或地面安装系统特有的考虑因素

本文件适用于并网光伏系统的维护，不适用于离网光伏系统或包含电化学储能或其他储能的系统；然而，其中部分内容可能适用于这些系统的光伏电路。本文件也不适用于大型光伏系统中使用的中压和高压交流设备的维护，因为这些要求不是光伏系统特有的
	
	IEC 62446-2：2020,IDT

	
	20233802-T-339
	光伏方阵 电流-电压特性的现场测量
	推荐
	本文件规定了平板式光伏方阵电流-电压特性的现场测量程序、相应的气象条件，以及将测得的数据修正到标准测试条件（STC）或其他选定的温度和辐照度条件下的程序

本文件适用于平板式光伏方阵电流-电压特性的现场测量
	GB/T 18210-2000
	IEC 61829：2015,IDT

	
	20231792-T-339
	光伏组件用材料测试程序 第7-3部分：加速压力测试 光伏组件外表面的磨损测试方法
	推荐
	本文件规定了能用于评估光伏组件或其他光伏器件中材料和镀膜磨损的试验方法

本文件适用于入射表面（包括镀膜、前板和玻璃）以及后表面（包括背板或后玻璃）上的部件。每种特定材料或镀膜确立的人工磨损和现场侵蚀之间的定量关联（取决于气候、使用地点以及应用等因素，例如使用跟踪器、支架安装、屋顶安装、建筑集成或车辆集成式光伏）不在本文件范围内。不同试验方法（线性刷子磨损、旋转刷子磨损、落砂和强力喷砂冲击）的衰减率之间的关联性不在本文件范围内，可能在参考文件中涉及。未老化和老化试样的衰减率之间的关联性不在本文件范围内，可能在参考文件中涉及
	
	IEC 62788-7-3：2022,IDT

	
	20231854-T-339
	光伏组件扩展热循环 试验程序
	推荐
	本文件定义了一种基于IEC 61215-2热循环测试的扩展测试序列，该测试序列用于区分热循环耐久性更高的光伏组件，以及评估安装在易受热循环应力影响区域的组件的性能。同时，本文件规定了通过提高循环最高温度和（或）增加测试组件数量以减少总测试时间的做法

本文件适用于前板采用玻璃封装的晶体硅光伏组件。非玻璃封装的柔性组件其受力方式与玻璃封装组件不同，因此，文中使用的等效系数可以不适用于该类组件
	
	IEC 62892：2019,IDT

	
	20231856-Z-339
	光伏组件 电势诱导衰减测试方法 第1-1部分：晶体硅组件 分层
	指导性技术文件
	本文件描述了单玻或双玻晶体硅光伏组件层压件部分电势诱导衰减引起的分层(PID-d)失效现象的测试和评估方法，用于评估因接地和组件电池电路之间的电流传输而引起的分层。本文件测试方法中加速导致分层的影响因素包括湿热暴露、界面上的钠积累、电池电路中的阴极气体析出、金属化以及组件中其他部件因电压刺激而导致的粘附性降低，不包括应力因素导致的晶体硅光伏组件功率变化（该内容在IEC TS 62804-1的范围）
本文件规定的测试方法是在湿热环境箱中对组件进行测试，并在组件两极施加组件说明书中规定或允许的最大系统电压。组件对系统电压应力的实际耐久性取决于安装设计和组件运行的环境条件，本测试方法是在不考虑不同气候和系统条件下组件运行时承受的实际应力的前提下评估光伏组件层压件对PID-d的敏感性

本文件不适用于区分某些可能在不同程度上对组件表面进行电气隔离的抑制PID的工程方法的影响，比如使用后轨支架安装、边缘夹具夹持安装和绝缘边框等
	
	IEC TS 62804-1-1：2020,IDT

	
	20231868-Z-339
	晶体硅光伏组件 光热诱导衰减（LETID）试验 检测
	指导性技术文件
	本文件规定了晶体硅光伏组件光热诱导衰减（LETID）的试验方法，包括仪器装置、样品准备、测试步骤、结果处理和报告内容等

本文件适用于晶体硅光伏组件，用于揭示样品对 LETID 衰减机制的敏感性，但不能精确测量其在户外实际的衰减情况。户外衰减的程度和时间尺度取决于所处气候和组件技术
	
	IEC TS 63342：2022,IDT

	
	20231859-T-339
	光伏组件 运输试验 第1部分：组件包装单元的运输和装卸
	推荐
	本文件规定了光伏组件包装单元的运输及综合环境影响试验方法

本文件适用于平板型光伏组件
	
	IEC 62759-1：2022,IDT

	
	20231866-Z-339
	光伏组件 加强应力试验 第1部分：组件
	指导性技术文件
	本文件旨在提供信息，以补充GB/T 9535中定义的具有试验通过-失败判据的基础鉴定试验。本文件提供了一个标准化的试验方法，用于评估光伏（PV）组件以及制造该组件可使用的不同材料清单（BOMs）的长期可靠性。本文件中所包含的试验序列旨在为定性比较分析提供信息，使用与户外曝露相关的应力来复现已知的失效模式
	
	IEC TS 63209-1：2021,IDT

	
	20231879-T-339
	光伏组件 非均匀雪载荷试验
	推荐
	本文件定义了一种测试方法，用于确定有框光伏组件在倾斜的非均匀雪载荷影响下的机械性能

本文件适用于有框光伏组件，其边框在预期安装后会突出于组件下边缘的前面板玻璃表面，因此对从组件表面滑落的雪形成了额外的阻碍。本文件不适用具有其他边框结构的组件，如边框组成背面框架结构或侧边、顶边、下边缘边框不会额外阻碍积雪滑落的组件
	
	IEC 62938：2020,IDT

	
	20232685-T-339
	光伏组件安全鉴定 第1部分：结构要求
	推荐
	本文件规定了光伏组件的基本结构要求，包括对由机械和环境应力引起的电击、火灾和人身伤害的防护的评估要求，以保障其电气安全和机械安全

本文件适用于室外气候条件下长期工作且98分位值运行温度小于等于70 ℃、最大直流系统电压不高于1500 V的地面平板型组件，包括晶体硅组件和薄膜组件

本文件不适用于应用在建筑、漂浮、海洋、交通工具等的光伏组件
	GB/T 20047.1-2006
	IEC 61730-1：2023,IDT

	
	20231865-T-339
	光伏组件安全鉴定 第2部分：测试要求
	推荐
	本文件规定了光伏组件安全鉴定的测试要求，GB/T20047.1规定了光伏组件的基本结构要求，其范围也适用于本文件

本文件用于安全鉴定时，仅与GB/T 20047.1结合使用
	
	IEC 61730-2：2023,IDT

	
	20233439-T-339
	地面用光伏组件 设计鉴定和定型 第1-1部分：晶体硅光伏组件测试的特殊要求
	推荐
	本文件规定了适合在露天气候下长期运行的地面光伏组件的设计鉴定要求

本文件适用于地面用晶体硅平板组件

本文件不适用于高倍率聚光组件，但可用于低倍率聚光组件（聚光比1到3倍）。对于低倍率聚光组件，所有测试应在设计聚光条件下的辐照度、电流、电压和功率等级下进行
	GB/T 9535-1998
	IEC 61215-1-1：2021,IDT

	
	20233706-T-339
	光伏器件 I-V特性的温度和辐照度修正方法
	推荐
	本文件规定了光伏器件I-V（电流-电压）实测特性（也称为I-V曲线）的温度和辐照度修正方法，并且确定了用于确定与这些修正有关因子的程序。光伏器件的 I-V 测量应参照 IEC60904-1及其相关部分进行

本文件适用于一般情况下光伏器件I-V实测特性的温度和辐照度修正。光伏器件包括带有或不带有保护材料的单体光伏电池、光伏电池串或组件。不同的I-V曲线修正的相关参数适用于每一种类型的器件。组件（或电池串）温度系数的确定可以依据单体电池的测量结果来计算，但对于其内部的串联电阻和曲线修正系数，应当针对组件或电池串单独测量。I-V修正参数的使用对于已经测试过的光伏器件是有效的，但同一生产批次或玻璃类型的光伏器件可能会有变化
	GB/T 6495.4-1996
	IEC 60891：2021,IDT

	
	20231900-T-339
	光伏器件 第1-1部分：多结光伏器件电流-电压特性的测量
	推荐
	本文件规定了在自然阳光或模拟阳光下，多结光伏器件的电流-电压特性的测量程序和附加要求

本文件适用于单个光伏电池、由多个电池组成的子串或完整光伏组件。本文件主要适用于非聚光光伏器件，但部分内容可能也适用于聚光光伏器件。对于设计用于聚光条件下的光伏器件，若是在没有聚光光学元器件的情况下使用直射光源测量，并根据标准直射辐照度分布进行光谱失配修正，则本文件可能仍适用
	
	IEC 60904-1-1：2017,IDT

	
	20233690-T-339
	光伏器件 第1部分：光伏电流-电压特性的测量
	推荐
	本文件规定了在自然阳光或模拟阳光下测量光伏器件的电流-电压特性（I-V曲线）的程序，该程序适用于单个光伏电池、光伏电池子串或光伏组件

本文件适用于地面用非聚光型单结单面光伏器件，其光谱辐照度通常为（但不限于）IEC 60904-3中定义的AM1.5标准光谱总辐照度。如果应用场合采用的是直射阳光，并且光谱辐照度参考依据变更为IEC 60904-3中的AM1.5d标准光谱直射辐照度，那么本文件也可适用于聚光型光伏器件
	GB/T 6495.1-1996
	IEC 60904-1：2020,IDT

	
	20233702-T-339
	光伏器件 第2部分：标准光伏器件的要求
	推荐
	本文件规定了标准光伏器件的分类、选择、封装、标识、校准及维护的要求

本文件适用于自然阳光或模拟阳光下测量光伏器件（包括电池、组件和方阵）电性能时使用的标准光伏器件，此类标准光伏器件用来测量自然阳光或模拟阳光的辐照度。本文件不适用于聚光条件下使用的标准光伏器件
	GB/T 6495.2-1996
	IEC 60904-2：2023,IDT

	
	20233705-T-339
	光伏器件 第3部分：基于标准光谱辐照度数据的地面光伏器件测量原理
	推荐
	本文件规定了在自然阳光和模拟阳光下进行地面光伏器件电性能测量的基本测量原理，以及测量所用的标准太阳光谱辐照度分布

本文件适用于地面光伏器件的性能测量，用于对比不同光伏器件和材料的相对性能。也可依据IEC 60904-9中规定的光谱性能的要求用于对太阳模拟器进行分级
	GB/T 6495.3-1996
	IEC 60904-3：2019,IDT

	
	20233837-T-339
	光伏器件 第5部分：用开路电压法确定光伏器件的等效电池温度（ECT）
	推荐
	本文件描述了用于确定光伏器件（包含光伏电池、光伏组件及同类型组件构成的光伏方阵等）ECT的首选方法，这一方法旨在比较光伏器件的热特性，确定NOCT或NMOT，以及将测得的电流-电压（I-V）特性转换到其他温度下的等效值

本文件适用于在稳定条件下开路电压（Voc）与辐照度呈对数关系的线性器件。本文件可用于所有技术，但必须验证不存在影响测量的预处理效应
	GB/T 6495.5-1997
	IEC 60904-5：2011/AMD1：2022,IDT

	
	20233845-T-339
	光伏器件 第7部分：光伏器件测量的光谱失配修正计算方法
	推荐
	本文件规定了光伏器件测试中由于测试光谱与标准光谱（例如AM 1.5光谱）不匹配以及标准器件与被测器件的光谱响应度（SR）不匹配而导致的光谱不匹配误差的修正计算方法，旨在降低系统的不确定度

本文件适用于单结光伏器件的光谱失配修正，多结光伏器件可参考使用
	GB/T 6495.7-2006
	IEC 60904-7：2019,IDT

	
	20233859-T-339
	光伏器件 第8部分：光伏器件光谱响应的测量
	推荐
	本文件规定了线性和非线性光伏器件光谱响应的测量要求

本文件适用于单结器件的光谱响应测量，多结器件可参考IEC 60904-8-1。光伏器件的光谱响应度可用于测量半导体或电池材料内部发生的复合及其他过程，因此本文件也可应用于电池的研发与分析
	GB/T 6495.8-2002
	IEC 60904-8：2014,IDT

	
	20233112-T-339
	光伏器件 第9部分：太阳模拟器特性分级
	推荐
	本文件规定了在满足光伏器件达到电学稳定和表征所需的辐照度水平下，确定太阳模拟器等级的定义和测试方法

本文件适用于光伏检测和校准实验室、以及光伏电池和光伏组件生产线所用的太阳模拟器
	GB/T 6495.9-2006
	IEC 60904-9：2020,IDT

	
	20232745-T-339
	光伏器件 第10部分：线性相关性和线性特性测量方法
	推荐
	本文件规定了用于测量光伏器件的任何电气参数（Y）相对于测试参数（X）的相关性以及确定这种相关性接近理想线性（直线）函数的程度的程序。对如何考虑与理想线性相关性的偏差以及如何处理光伏器件电参数的非线性特性提供了指导

本文件所述的测量方法适用于所有光伏器件，但用于多结光伏器件需慎重，要在器件上或在某些情况下在具有相同技术的等效器件上进行，且该器件根据IEC 61215 相关条款中设定的标准下是稳定的。这些测量应在所有需要线性器件或规定非线性特性器件限制的测量和校正程序之前进行
	GB/T 6495.10-2012
	IEC 60904-10：2020,IDT

	
	20231855-T-339
	光伏系统用功率转换设备 设计鉴定和定型
	推荐
	本文件规定了地面光伏系统中功率转换设备(PCE)的设计鉴定和定型程序与要求

本文件适用于连接到最大标称电压不超过直流1500 V光伏方阵，交流电压不超过1000 V的功率转换设备
	
	IEC 62093：2022,IDT

	
	20233393-T-339
	太阳光伏能源系统术语
	推荐
	本文件界定了太阳光伏能源系统的一般术语，光伏电池和组件、光伏系统部件、光伏系统以及测量和试验的术语和定义

本文件适用于太阳光伏能源系统及相关领域
	GB/T 2297-1989
	IEC TS 61836：2016,NEQ

	
	20233153-T-339
	家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法
	推荐
	本文件规定了离网型家用太阳能光伏电源系统及其部件的定义、分类与命名、技术要求、试验方法、文件要求以及标志、包装

本文件适用于家用太阳能光伏电源系统及部件，其他相关具有太阳能充放电控制器、直流/交流逆变器功能装置及系统等可参考使用，如太阳能路灯、应急照明设备等离网型太阳能光伏电源系统及部件
	GB/T 19064-2003
	

	
	20232686-T-339
	地面用光伏电池标定的一般规定
	推荐
	本文件规定了地面用一级标准光伏电池标定的设备要求、标定方法和标定程序等

本文件适用于硅基、砷化镓等地面用光伏电池的标定
	GB/T 6497-1986
	

	
	20233703-T-339
	光谱标准光伏电池
	推荐
	本文件规定了光谱标准光伏电池的分类、要求及其标定

本文件适用于测量光伏电池光谱响应时校准单色光光谱辐照度用的标准光伏电池，也适用于在各种已知光谱辐照度的光源下校准光伏电池产生的短路电流值用的标准光伏电池
	GB/T 11010-1989
	

	
	20233704-T-339
	航天用标准光伏电池
	推荐
	本文件规定了航天用标准光伏电池的要求、筛选试验方法、标定和传递、维护、保管和运输的要求

本文件适用于航天用单晶硅、单结砷化镓以及多结砷化镓标准光伏电池，供测试航天用光伏电池的单体、组件、组合板、方阵时，校准或确定测试光源在被测光伏电池表面所建立的总辐照度
	GB/T 6492-1986
	

	
	20232705-T-339
	地面用晶体硅光伏电池总规范
	推荐
	本文件规定了地面用晶体硅光伏电池的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存和运输

本文件适用于地面用单结晶体硅光伏电池，其它类型晶体硅光伏电池可参考使用
	GB/T 29195-2012
	

	
	20233717-T-339
	光伏电池和组件型号命名方法
	推荐
	本文件确立了光伏电池和光伏组件的型号命名方法，给出了对应的代号和含义

本文件适用于光伏电池和光伏组件
	GB/T 2296-2001
	

	
	20233718-T-339
	光伏组件紫外试验方法
	推荐
	本文件规定了光伏组件暴露于紫外辐照环境时，考核其抗紫外辐照能力的试验

本文件适用于评估诸如聚合物和保护层等材料的抗紫外辐照能力，适用于评估光伏组件在波长介于280 nm到400 nm的紫外辐照环境中的承受能力
	GB/T 19394-2003
	

	
	20204849-T-339
	太阳跟踪器安全要求
	推荐
	本文件规定了太阳跟踪器安全通用要求、验证测试和技术资料等

本文件适用于单轴太阳跟踪器设计、制造与应用
	
	

	
	20231882-T-339
	光伏发电系统用功率转换设备安全性 第3部分：与光伏部件连接的电子器件特定要求
	推荐
	本文件规定了通过机械和/或电气方式与光伏（PV）组件或系统结合的电子元件的特定安全要求。机械和/或电气方式结合是指电子设备与光伏元件的整个组合作为一个产品销售。本文件中提供的测试也可用于评估分开销售并预期会紧密安装在一起的光伏组件和电子设备的兼容性

本文件适用于能实现包括但不限于DC-DC或DC-AC电源转换、有源二极管、保护、控制、监视或通信等功能的与光伏组件相结合的电子设备，专门针对这种与平板光伏(PV)组件结合使用的电子设备
	
	IEC 62109-3：2020,IDT

	
	20240098-T-339
	光伏系统 测试、文件和维护要求 第1部分：并网光伏系统的文件、试运行测试和检验
	推荐
	本文件规定了安装并网光伏系统需要向用户提供的信息和文件要求。还描述了调试测试、检查标准和文件，用来验证系统的安装是否安全以及运行是否正确。本标准也可用于周期性复测

本文件适用于并网光伏系统，不包括使用储能（如蓄电池）的光伏系统或混合系统

本文件不适用于聚光光伏（CPV）系统
	
	IEC 62446-1：2016/AMD1：2018 CSV,IDT

	
	20231576-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法 第41部分：非易失性存储器可靠性试验方法
	推荐
	本文件规定了非易失性存储器根据鉴定规范进行有效的耐久性、数据保持和交叉温度试验的程序要求。耐久性和数据保持鉴定规范鉴定要求（针对循环计数、保持时间、温度和样本量）参考JESD47或者类似JESD94中的方法
	
	IEC 60749-41：2020,IDT

	
	20231580-T-339
	半导体器件 金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFETs）的偏置温度不稳定性试验 第1部分：MOSFETs的快速偏置温度不稳定性试验
	推荐
	本文件描述了用于硅基金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFETs）的快速偏置温度不稳定性（BTI）试验的测量方法

本文件还定义了与常规BTI试验方法有关的术语
	
	IEC 62373-1：2020,IDT

	
	20231752-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法 第9部分：标志耐久性
	推荐
	本文件的目的是确定固态半导体器件上的标志，在涂抹和去除标志、或使用溶剂和清洗液（通常用于去除印刷电路板制造过程中的焊剂残留）后是否仍清晰

本文件适用于所有封装类型，可用于鉴定和/或工艺监控。本试验是非破坏性的，电气或机械损伤可作为本试验的判据
	
	IEC 60749-9：2017,IDT

	
	20231765-T-339
	电子元器件 半导体器件长期贮存 第7部分：微电子机械器件
	推荐
	本文件规定了微电子机械器件(MEMS)长期贮存方法和推荐条件，包括运输、控制以及贮存设施安全。长期贮存是指产品预计贮存时间超过12个月的贮存。本文件提供了有效进行微电子机械器件长期贮存的原则、良好工作实践和一般方法
	
	IEC 62435-7：2020,IDT

	
	20231772-T-339
	电子元器件 半导体器件长期贮存 第8部分：无源电子器件
	推荐
	本文件提供了有效进行无源电子器件长期贮存的原则、良好工作实践和一般方法

本文件适用于长期贮存的无源电子器件，可作为延缓淘汰策略的一部分。长期贮存是指产品预计贮存时间超过12个月的贮存。通常原始供应商将产品贴上包装日期或日期代码后才开始贮存。经销商和客户都有责任在收到标有日期的产品后控制和管理库存，或者可以建立供应商-客户协议来管理库存
	
	IEC 62435-8：2020,IDT

	
	20231778-T-339
	电子元器件 半导体器件长期贮存 第9部分：特殊情况
	推荐
	本文件规定了在特殊情况下的贮存方法，产品内部包含以封装或电路板形式存在的各种类型的硅器件和半导体器件，贮存形式可以是完整组装单元或子组装单元。本文件还适用于异构器件，但需特别注意组件或集成形式的存储器。本文件提供了用户和供应商交互的指南及要求来管理其中的复杂性
	
	IEC 62435-9：2021,IDT

	
	20231875-T-339
	半导体器件 人体通信半导体接口 第4部分：胶囊内窥镜
	推荐
	本文件规定了使用电流耦合人体通信的胶囊内窥镜半导体接口电气性能的通用要求，它包括接口的一般要求和功能要求。本文件涵盖的半导体接口是在人体内的胶囊内窥镜和人体外接收设备中的人体通信调制解调器之间处理或传输电信号的接口
	
	IEC 62779-4：2020,IDT

	
	20231876-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法 第28部分：静电放电(ESD)敏感度测试 带电器件模型(CDM) 器件级
	推荐
	本文件依据元器件和微电路对规定的带电器件模型（CDM）静电放电（ESD）所造成损伤或退化的敏感度,建立了元器件和微电路的ESD测试、评价、分级的程序

本文件适用于评价所有半导体封装器件、薄膜电路、声表面波（SAW）器件、光电器件、混合集成电路（HICs）及包括任意这些器件的多芯片组件（MCMs）。为进行测试，元器件应装配在与终端应用相似的封装中。本文件涉及的CDM模型不适用于插座式放电模型测试设备
	
	IEC 60749-28：2022,IDT

	
	20231891-T-339
	半导体分立器件 第4部分：微波二极管和晶体管
	推荐
	本文件规定了微波二极管和晶体管的术语和定义、基本额定值和特性、测试方法及验证方法等产品特定要求

本文件适用于变容二极管（用于电调谐、变频器、谐波倍频器、移相器等）、阶跃二极管（用于梳状谱发生器、倍频器等）、混频二极管（用于混频器等）、检波二极管（用于检波器等）、体效应二极管（用于振荡器、放大器等）、PIN二极管（用于开关、限幅器、移相器、衰减器等）、噪声二极管（用于固态噪声源等）、双极型晶体管（用于放大器、振荡器）、场效应晶体管（用于放大器、振荡器）
	GB/T 20516-2006
	IEC 60747-4：2017,MOD

	
	20231896-T-339
	半导体器件 机械和气候试验方法 第20-1部分：对潮湿和焊接热综合影响敏感的表面安装器件的操作、包装、标志和运输
	推荐
	本文件适用于PCB组装期间进行批量回流焊工艺的所有器件，包括塑料包装、工艺敏感器件和其它由透湿材料（环氧树脂、硅酮等）制成的、暴露于空气环境中的潮湿敏感器件

本文件的目的是为SMD承制方和用户提供按照GB/T 4937.20中规定进行等级分类的潮湿、回流焊敏感的SMD的操作、包装、运输和使用的标准方法。提供的这些方法是为了避免因吸收湿气和暴露于回流焊的高温下造成的损伤，这些损伤会造成成品率和可靠性的降低。通过这些程序的应用，实现安全无损的回流焊，元器件通过干燥包装，提供从密封之日起保存于密封干燥袋内的货架寿命
	GB/T 4937.201-2018
	IEC 60749-20-1：2019,IDT

	
	20232908-T-339
	半导体分立器件外形尺寸
	推荐
	本文件规定了半导体分立器件的外形尺寸
	GB/T 7581-1987
	

	
	20233066-T-339
	半导体分立器件 第3部分：信号、开关和调整二极管
	推荐
	本文件规定了信号、开关和调整二极管的术语、定义和图形符号、文字符号、基本额定值和特性、测量方法、接收和可靠性要求

本文件适用于信号二极管（不包括设计用于工作频率在百兆赫兹以上的二极管）、开关二极管（不包括大功率整流二极管）、电压调整二极管、电压基准二极管、电流调整二极管的研制、生产和检验
	GB/T 6571-1995
	IEC 60747-3：2013,IDT

	
	20233151-T-339
	半导体分立器件 第1部分：分规范
	推荐
	本文件规定了半导体分立器件的质量保证要求

本文件适用于除光电子器件和分立器件模块之外的半导体分立器件
	GB/T 12560-1999
	

	
	20233681-T-339
	半导体分立器件文字符号
	推荐
	本文件规定了半导体分立器件包括整流二极管，信号、开关和调整二极管，晶闸管，双极型晶体管，场效应晶体管，绝缘栅双极晶体管，绝缘功率半导体器件和微波应用中的二极管和晶体管的文字符号

本文件适用于半导体分立器件有关标准和产品技术资料的编写
	GB/T 11499-2001
	

	
	20233683-T-339
	半导体器件 第5-4部分：光电子器件 半导体激光器
	推荐
	本文件规定了半导体激光器的术语、基本额定值、特性以及测试方法
	GB/T 15651.4-2017
	IEC 60747-5-4：2022,IDT

	
	20233684-T-339
	半导体分立器件型号命名方法
	推荐
	本文件规定了半导体分立器件型号的命名方法

本文件适用于各种半导体分立器件
	GB/T 249-2017
	

	
	20233688-T-339
	半导体器件 第14-1部分：半导体传感器 传感器总规范
	推荐
	本文件规定了半导体传感器的术语定义、单位、符号、分类、标志、质量评定程序和试验测试程序等

本文件适用于由半导体材料制造的传感器，也可适用于其他材料（如绝缘和铁电材料）制造的传感器
	GB/T 20521-2006
	IEC 60747-14-1：2010,MOD

	
	20233689-T-339
	半导体分立器件 大功率双极型晶体管空白详细规范
	推荐
	本文件规定了制定大功率双极型晶体管详细规范的基本原则，制定该范围内的所有详细规范应与本文件一致
	GB/T 7576-1998 、GB/T 7577-1996
	

	
	20233713-T-339
	半导体器件 第1部分：总则
	推荐
	本文件规定了半导体分立器件和集成电路的通用要求
	GB/T 17573-1998
	IEC 60747-1：2010,IDT

	
	20233716-T-339
	半导体分立器件 小功率双极型晶体管空白详细规范
	推荐
	本文件规定了小功率双极型晶体管（包括高低频小功率双极型晶体管和小功率双极型开关晶体管,以下简称高低频器件和开关器件）的技术要求和质量保证规定

本文件适用于小功率双极型晶体管详细规范的制定
	GB/T 6217-1998 、GB/T 6218-1996
	

	
	20240097-T-339
	半导体器件 人体通信半导体接口 第1部分：总则
	推荐
	本文件规定了人体通信（HBC）中使用的半导体接口的通用要求，包括接口的功能要求，极限值以及工作条件要求
	
	IEC 62779-1：2016,IDT

	
	20240786-T-339
	半导体器件 柔性可拉伸半导体器件 第8部分：柔性电阻存储器延展性、柔韧性和稳定性测试方法
	推荐
	本文件描述了用于评价柔性电阻存储器延展性、柔韧性和稳定性的术语和测试方法。对测试方法的说明包括了试验流程和所用设备。本文件还包括环境温度和相对湿度等测试条件的通用要求。本文件中描述的测试方法侧重于评价稳定性，而不是可靠性
	
	IEC 62951-8：2023,IDT

	
	20241488-T-339
	半导体器件 柔性可拉伸半导体器件 第9部分：一晶体管一电阻式（1T1R）电阻存储单元性能测试方法
	推荐
	本文件描述了一晶体管一电阻式（1T1R）电阻存储单元的性能测试方法。本文件中的性能测试方法所测试的性能包括读、电预处理、置位、复位、耐久性和保持性

本文件适用于柔性和刚性电阻存储器件，不受器件的工艺和尺寸限制
	
	IEC 62951-9：2022,MOD

	
	20231204-T-339
	半导体器件 第5-13部分：光电子器件 LED封装的硫化氢腐蚀试验
	推荐
	本文件为评价因硫化氢导致的LED封装银和银合金变色提供了一种加速试验方法，目的是确定银和银合金变色对LED封装光通量和辐射通量维持率的影响提供相关信息。此外，该试验方法能够为LED封装的电性能因受到银和银合金腐蚀的影响提供相关信息

本文件仅适用于照明应用的LED封装
	
	IEC 60747-5-13：2021,IDT

	
	20231893-T-339
	电声学 声校准器
	推荐
	本文件规定了实验室标准级（LS级）、1级和2级共三个级别声校准器的性能要求。LS级的接受限最小，2级的最大。LS级声校准器通常仅在实验室中使用，1级和2级声校准器为现场使用的声校准器。按IEC 61672-1的规定，1级声校准器主要与1级声级计配套使用，2级声校准器主要与2级声级计配套使用
	GB/T 15173-2010
	IEC 60942：2017,IDT

	
	20231220-T-339
	金属通信电缆试验方法 第4-5部分：电磁兼容 耦合或屏蔽衰减 吸收钳法
	推荐
	本文件规定的吸收钳法适用于在30MHz~1000MHz（2400MHz）频率范围内（取决于吸收钳的性能）确定金属通信电缆的屏蔽或耦合衰减的特性。本方法可作为IEC62153-4-4或IEC62153-4-9规定的三同轴法的替代方法。由于未规定吸收钳法的外部电路，因此在不同位置和不同实验室所得的试验结果可能不同，其变化甚至会超过±6 dB
	GB/T 31723.405-2015
	IEC 62153-4-5：2021,IDT

	
	20231217-T-339
	金属电缆和其他无源元件试验方法 第4-6部分：电磁兼容 表面转移阻抗 线注入法
	推荐
	本文件描述了通过把确定的电压和电流施加到电缆的屏蔽层并测量感应电压以获得表面转移阻抗的方法，从而确定屏蔽的金属通信电缆的屏蔽效能
	GB/T 31723.406-2015
	IEC 62153-4-6：2017,IDT

	
	20232672-T-339
	单向引出的电容器和电阻器所需空间的测定方法
	推荐
	本文件适用于电子设备用的单向引出的电容器和电阻器

本文件对单向引出的电容器和电阻器所需空间的测量方法进行了规定
	GB/T 5078-1985
	IEC 60717：2012,IDT

	
	20232398-T-339
	同轴通信电缆 第1-215部分：环境试验方法 电缆的高温老化
	推荐
	本文件描述了评估同轴电缆在材料高温老化影响下传输性能的热老化试验方法

本文件描述了一种定性的热老化试验，用于评估电缆由高温加速引起的化学和物理反应导致的电缆性能退化
	
	IEC 61196-1-215：2016,IDT

	
	20232399-T-339
	同轴通信电缆 第1-209部分：环境试验方法 热循环
	推荐
	本文件描述了确定同轴电缆耐受温度循环对其传输性能影响的试验方法

本文件旨在解释加速温度循环对电缆的影响
	
	IEC 61196-1-209：2016,IDT

	
	20231756-T-339
	同轴通信电缆 第1-110部分：电气试验方法 连续性试验
	推荐
	本文件描述了模拟和数字通信系统用同轴通信电缆的连续性试验
	
	IEC 61196-1-110：2016,IDT

	
	20231769-T-339
	同轴通信电缆 第1-126部分：电气试验方法 灭晕电压
	推荐
	本文件描述了同轴通信电缆在规定环境条件下灭晕（局部放电）电压的试验方法
	
	IEC 61196-1-126：2022,IDT

	
	20213181-T-339
	同轴通信电缆 第1-116部分：电气试验方法 用时域反射（TDR）法测量阻抗
	推荐
	本文件描述了用时域反射（TDR）法确定同轴通信电缆阻抗的试验方法

本文件适用于同轴通信电缆
	
	IEC 61196-1-116：2015,IDT

	
	20214709-T-339
	小型无刷直流风机通用技术条件
	推荐
	本文件规定了小型无刷直流风机的技术要求、检验方法、检验规则、包装、运输和储存等要求

本文件适用于电子信息、通信和其他需要散热的设备中使用的风叶外径不大于300mm的小型无刷直流风机。其他无刷直流风机亦可参照使用本文件
	
	

	
	20204116-T-339
	半导体器件 微电子机械器件 第2部分：薄膜材料拉伸试验方法
	推荐
	本文件规定了长度和宽度均小于1mm，厚度小于10μm的薄膜材料的拉伸试验方法，该类薄膜材料是微电子机械器件（MEMS）、微机械和同类微型器件的主要结构材料

微机电系统、微机械和同类微型器件使用的薄膜结构材料具有一些特殊特征，如典型尺寸为微米级、材料采用淀积工艺制备、试验片通过刻蚀和光刻等非机械加工工艺制备。本文件规定的试验方法，能够保证这类特殊性材料试验结果的准确性
	
	IEC 62047-2：2006,IDT

	
	20204111-T-339
	半导体器件 微电子机械器件 第3部分：拉伸试验用薄膜标准试验片
	推荐
	本文件规定了一种标准试验片，用于保证长度和宽度均小于1mm、厚度小于10µm的薄膜材料拉伸试验系统的适用性和准确性，该类薄膜材料是微电子机械器件（MEMS）、微机械和同类器件使用的主要结构材料

本文件的目的是为了确保拉伸试验系统的适用性和准确性，测试用标准试验片的拉伸强度应是可预计的，且在测试系统测试范围内。同时也对试验片进行了详细规定，以最小化试验片之间的性能偏差
	
	IEC 62047-3：2006,IDT

	
	20231796-T-339
	静电学 第4-4部分：特定应用中的标准试验方法 柔性中型散装容器（FIBC）的静电分类
	推荐
	本文件规定了在危险爆炸性环境中使用的容积为0.25m3-3.0m3的柔性中型散装容器(FIBC)的要求。爆炸性环境能由FIBC内的物质产生，也能存在于FIBC外

本文件适用于在生产时进行了测试且在危险爆炸性环境中使用之前或打算使用的所有类型的FIBC和内衬。危险爆炸性环境是指：1区和2区(仅IIA和IIB组)和21区和22区(危险区域和爆炸组的分类见附录D)。对于某些类型的FIBC，本文件仅适用于在最小点燃能量不低于0.14mJ且充电电流不超过3.0μA的危险爆炸性环境中使用
	
	IEC 61340-4-4：2018,MOD

	
	20231794-Z-339
	静电学 第5-4部分：电子器件的静电防护 符合性验证
	指导性技术文件
	本文件描述了对应GB/T 37977.51等规定的防静电技术要求进行符合性验证的测试方法

本文件不适用于产品认证
	
	IEC TS 61340-5-4：2021,MOD

	
	20231894-T-339
	静电学 第6-1部分：医疗、商业和公共场所的静电控制 医疗卫生
	推荐
	本文件作为GB/T 37977的一部分，适用于医院、护理中心和诊所等场所的医疗设施

本文件为控制医疗场所中的静电危害提供技术要求和建议，包括用于静电控制的设备、材料和产品的要求
	
	IEC 61340-6-1：2018/AMD1：2024,MOD

	
	20231989-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-10部分：试验 抗挤压和抗负载
	推荐
	本文件描述了当纤维光学器件发生被踩踏、被车辆轮胎辗过、向街边机柜的顶面施加均匀分布的静态负载或向街边机柜敞开的门施加负载等恶劣情况下可能出现的负载影响的试验方法
	
	IEC 61300-2-10：2021,IDT

	
	20231982-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-17部分：试验 低温
	推荐
	本文件描述了确定纤维光学器件承受实际使用、贮存和/或运输中可能遇到的持续低温（冷）环境条件下适应性的试验方法

本文件不适用于评定上述器件在温度变化期间工作的能力，此时采用IEC 61300-2-22
	GB/T 18310.17-2003
	IEC 61300-2-17：2010,IDT

	
	20231983-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-42部分：试验 应变消除机构的静态侧向负荷
	推荐
	本文件描述了评定侧向负荷对含有应变消除机构的缆绳影响试验方法。由于带光缆的器件在使用中会产生静态侧向负荷，因此光器件宜在承受一定的侧向负荷下，光性能不降低。除光器件保护套外，其他用于控制光纤弯曲半径的部分为应变消除机构
	GB/T 18310.42-2003
	IEC 61300-2-42：2014,IDT

	
	20231978-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-46部分：试验 湿热循环
	推荐
	本文件描述了确定纤维光学器件耐实际使用、储存和（或）运输可能遇到的高湿和温度变化环境的适应性的试验方法

本文件旨在确定高湿伴随温度变化对于纤维光学器件的影响效应。通常，被试器件（DUT）表面产生的冷凝、吸湿会导致纤维光学器件出现膨胀使功能劣化，引起机械强度下降和其它重要机械性能变化，同时光学性能也可能降低

本文件不一定适用于模拟热带环境，但适用于确定绝缘材料或涂覆材料吸潮性能
	
	IEC 61300-2-46：2019,IDT

	
	20231202-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-25部分：检查和测量 无角度插针和装有光纤的无角度插针的同心度
	推荐
	本文件描述了无角度插针的孔轴线和插针轴线间同心度的测量方法，以及无角度插针在装有光纤情况下，纤芯轴线和插针轴线间同心度的测量方法
	
	IEC 61300-3-25：2016,IDT

	
	20231203-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-47部分：检查和测量 采用干涉法测量PC/APC球面抛光型插针的端面几何尺寸
	推荐
	本文件描述了测量球面抛光型插针或连接器端面几何尺寸的方法。本文件中提到的词语“插针”和“连接器”能互换使用
	GB/T 18311.16-2007
	IEC 61300-3-47：2014,IDT

	
	20231981-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-12部分：试验 撞击
	推荐
	本文件描述了当无源纤维光学器件或接头盒在使用过程中遇到可能的撞击时，评价其承受撞击能力的方法。撞击可能是由刚性物体引起的局部撞击或一系列撞击，或器件正常跌落引起的撞击
	GB/T 18310.12-2002
	IEC 61300-2-12：2009,IDT

	
	20231984-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-9部分：试验 冲击
	推荐
	本文件描述了纤维光学器件在经受重复或非重复机械冲击时，暴露其机械结构的薄弱环节和/或性能劣化的试验方法。本方法模拟了纤维光学器件在正常使用或运输过程中可能偶然遭受到的重复或非重复冲击
	GB/T 18310.9-2003
	IEC 61300-2-9：2017,IDT

	
	20231985-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第2-4部分：试验 光纤/光缆保持力
	推荐
	本文件描述了纤维光学器件或防护盒中保持或连接的光纤、跳线或光缆，能够承受正常使用期间可能受到的拉力负载的方法
	GB/T 18310.4-2001
	IEC 61300-2-4：2019,IDT

	
	20231988-T-339
	纤维光学互连器件和无源器件 基本试验和测量程序 第3-1部分：检查和测量 外观检查
	推荐
	本文件提供了对纤维光学零件、连接器和无源器件的外观和机械检查判据

本文件适用于鉴定检验或质量一致性检验中试验程序的任何阶段，可作为单独的检验项目或作为相关规范的要求

本文件不包含对光纤端面的外观检查，对光纤端面的外观检查见IEC 61300-3-35
	GB/T 18311.1-2003
	IEC 61300-3-1：2005,IDT

	
	20231210-T-339
	纤维光学有源元器件 封装和接口标准 第21部分：采用硅密节距焊球阵列(S-FBGA)和硅密节距焊盘阵列(S-FLGA)的PIC封装电接口设计指南
	推荐
	本文件提供了采用硅密节距焊球阵列封装（S-FBGA）和硅密节距焊盘阵列封装（S-FLGA）的光电子集成（PIC）封装电接口设计指南，给出了S-FBGA封装电接口的资料性说明

本文件详细确定了由光发射端机和光接收端机组成的PIC封装电接口，以保证其机械和电气互换性
	
	IEC 62148-21：2021,IDT

	
	20210828-T-339
	柔性显示器件 第6-3部分：机械试验方法——撞击和硬度试验
	推荐
	本文件描述了柔性显示器件机械可靠性的标准试验方法，特别针对柔性显示器件受到外力作用的撞击和硬度的机械可靠性

本文件适用于评价基于液晶显示、电子纸和有机发光二极管显示技术在内的柔性显示模块的机械可靠性
	
	IEC 62715-6-3：2020,IDT

	
	20230651-T-339
	激光显示器件 第5-11部分：激光光源模组光学测试方法
	推荐
	本文件规定了激光显示器件中显示和光源组件的激光光源模组的光度和色度性能测试方法
	
	IEC 62595-2-4：2020,MOD

	
	20233963-T-339
	使用红外辐射传输音频和/或视频和相关信号 第1部分：总则
	推荐
	本文件规定了采用漫射红外辐射或宽波束红外辐射作为信息载体[主要承载音频和（或）视频信号，以及与音视频设备相关的控制数据]的系统组件的测量方法与技术规范

本文件适用于自由辐射红外信号传输系统，室内空间及不同规模用户群体的信号传输是典型应用场景

本文件不适用于安防系统、工业级应用设备（如测控自动化装置）、交通管理系统、残疾人辅助系统、类电缆传输红外系统及窄波束红外系统，但窄波束红外系统可能对本文件所适用的系统产生干扰
	GB/T 9389-1988
	IEC 61603-1：1997,IDT

	
	20233708-T-339
	无线电数据系统-接收机产品和特性-测量方法
	推荐
	本文件描述了三类无线电数据系统接收机（以下简称“RDS接收机”）最低性能要求的测试方法。应当指出的是，市场上有RDS接收机产品的表现显著超过了所引用的RDS接收机的最低性能要求

本文件不包含通过AF列表实现自动节目服务跟踪的方法和算法
	GB/T 6163.9-2000
	IEC 62634：2015,IDT

	
	20233955-T-339
	电声产品和电声系统声音质量主观评价用节目源编辑制作规范
	推荐
	本文件规定了电声产品和电声系统声音质量主观评价用节目源的编辑制作规范，包含了节目源原版和节目源应用版的制作要求及存储条件

本文件适用于在试听室内对电声产品和电声系统进行声音质量主观评价
	GB/T 10240-1988
	

	
	20231768-T-339
	厅堂扩声特性测量方法
	推荐
	本文件规定了装有扩声系统的厅堂声学特性测量方法

本文件适用于装有扩声系统的各类厅堂（如剧院、多功能厅、会议厅、体育馆等及其它类似场所）的声学特性测量。体育场的声学特性测量也可参照使用
	GB/T 4959-2011
	

	
	20204853-T-339
	多媒体设备充电线、数据线通用规范
	推荐
	本文件规定了多媒体设备用的充电线、数据线的技术要求、试验方法，主要包括功能、安全性、环境适应性、机械可靠性、环保要求

本文件适用于进行电能或数据传输的音视频、信息技术、通信技术设备等领域内的电子设备的充电线、数据线
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